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1. はじめに

　現在，複数のデバイスを組み合わせる事でシステムの性
能向上，低消費電力化，高機能化を実現するなど，従来の
スケーリングトレンドであるMoore則を逸脱したMore than 
Mooreの技術の開発が進められている 1)。代表的なものに，
LSIを 3次元に積層する 3D-IC技術や，平面で高密度集積
する 2.1D/2.5D-IC技術がある 2)～7)。2.1D/2.5D-ICでは，
Si，ガラス，有機材料などから成るインターポーザ上で複
数の LSIを接続する技術 8)，複数の個片にした LSIを樹脂
で再構築して接続する擬似 SoC (System on Chip)技術 9),10)，
マルチチップの FO-WLP (Fan out-Wafer Level Package)技術
などが報告されている 11)～13)。これら 2.1D/2.5D-IC技術で
は，チップ間を近接距離で接続する微細配線技術が重要で
ある（図 1）。上述したニーズに対応するため，チップ間接
続配線も微細化が進んでいる。現在要求されているルール
は L/S (Line width and Spacing) = 5/5 μm程度であるが，
チップサイズの小型化や I/O数の増加もあり，ITRS 
(International Technology Roadmap for Semiconductors)の予
測では 2019年には LSIのグローバル配線と同じレベルの
L/S = 1/1 μm までの微細配線が必要とされている 14)。

　コストの観点から，このチップ間接続配線の形成には，
ビルドアップ基板などに適用されているセミアディティブ
法が有効である 15),16)。しかしながら，この方法で形成する
Cu配線は外周部を有機絶縁膜で覆うのみであり，LSI配線
のような Cuの酸化や拡散を防止できるバリア層を有さな
い。加えて，有機絶縁膜は耐湿性に乏しく，また，加熱環
境下では吸湿した水分に起因する加水分解により有機酸を
生成する。このため，長期運用において，Cu配線は腐食環
境下に晒されることになり，信頼性が著しく損なわれる。
この問題に対し，われわれは今まで，セミアディティブ法
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　概要　2.1D/2.5D実装向けのチップ間を接続する微細配線について，高信頼性を目的としたわれわれの開発技術を紹介す
る。われわれは今までに，有機絶縁膜上にセミアディティブ法を用いて L/S = 1/1 μm までの微細な Cu配線を形成し，その高
信頼性について検証してきた。今回，半導体プロセスを応用し，高温高湿下においても Cu の腐食や拡散を防止し高信頼性を
実現できるメタルキャップバリア配線構造を見出すことで，L/S = 1/1 μm配線の信頼性要求を満たす事に成功した。このキャッ
プバリアは自身が酸化することで不動態膜を形成し，Cu配線の腐食を防止するメカニズムであり，CoWPを用いる事で，より
高い信頼性を実現することが可能である。
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図 1.　インタポーザ技術とチップ間接続配線


